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共同利用クリーンルーム内設置の、主としてシリコン系プロセス装置を利用して、各種素子の試作、各種

機能膜の複合化プロセス、および、これらの評価についての支援を提供する。要素技術としては、 

① アライナ用のマスク作製や電子線描画による直接露光 

② イオン注入や熱拡散による不純物導入プロセス、および、薄膜形成プロセス 

③ ウェット方式あるいはドライ方式による一連のエッチング・洗浄プロセス 

④ 試作プロセスの途中あるいは完了後の各種評価 

機器としては、マスク作製装置、EB 露光装置、マスクアライナー、RIE 装置、イオン注入装置、酸化・拡散炉、

スパッタ装置、エリプソメータ、ダイシング装置、ワイヤーボンダ 等のウェハープロセス装置、ライフタイム

測定器、C－V 測定器 等。また、化合物系では、小型ウエハのホトリソグラフィー、洗浄・ウェットエッチング

等の薬品処理も可能である。 
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【電子線描画装置】 

関連業績 

【アライナー】 【プラズマＣＶＤ装置】 

【ライフタイム測定器】 【縦型拡散炉】 【スパッタ装置】 


